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Bes ch're ibung 

Halbleiterwaf er lait eleJctrisch verbunden©n Kontakt-* und 
PrUfflachen 

Die Erfindung betrifft einen Halbleiterwaf er mit eleJctrisch 
verbundenen Kontakt- und PrUfflachen, sowie ein elektroni- 
sches Bauteil mit einem Halbleiterchip eines derartigen Halb- 
leiterwafers und Verfahren zur Nachbearbeitung des Halblei- 
10 terwafers gemaii der Gattung der unabhSngigen Anspruche, 

y Durch eine stete Verkleinerung der Kontakt flfichen auf Halb- 

^ I'eiterwafern ergeben sich insbesondere Probleme bei dem Funk- 

tionstest auf Waferebene eines Halbleiterchips, da bei zuneh- 
15 mender Anzahl von Kontaktf ISchen pro Test bei gleichzeitiger 
Miniaturisieriang der Abmessiing der Kontaktf lachen erhohte 
Kontaktprobleitie beim Test auf tret en. Probleme entstehen auch 
beim' Bonden von Kbntaktf ISchen/ die bereits durch den Funkti- 
onatest aufgrund der PrUfspitzen beschadigt vmrden, so dass 
20 es bei der Fertigung zu erhOhtem Ausschuss. koinmt. 

Axis der Druckschrift US 5^506^499 ist es bekannt,- eine von 
der Kontaktf lache ftir ein Bonden getrennte PriifflMche vorzu- 
sehen, die mit der Kontaktf l^che elektrisch verbunden ist. 
^ 25 Ftir diese Ausgestaltung wird zusatzliche Chipf lache benotigt^ 
urn die zusatzliche Pr.tiffl^che neben jeder Kontaktf lacho^ auf 
dem Halbleiterchip unterzubringen. Die aus der US 5,506,499 
bekannte Lfisung fiihrt zu einer VergroJierung der benotigten 
Chipflache und steht Miniaturisierungsbestrebungen in der 
30- Halbleitertechnologie entgegen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrUnde, , Halbleiterchips und 
elektronische Bauteile ■ bereitzustellen, die geringere AuBen- 
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maJie aufweisen, wobe'i eine zuverlassige Kontaktierung iind 
Oberprufung jedes Halbleiterchips gewShrleistet ist, 

Gelost wird dies© Auf gabe mit dem Gegenstand der unabhSngigen 
5 Anspriiche. Vorteilhaf te Weiterbildungen der Erfindung ergeben 
sich aus den jeweiligen abhangigen Anspruchen, 

Erf i'ndungsgemai5» wird ein Halbleiterwaf er mit einer Vielzahl 
von Halbleiterchips bereitgestellt, wobei die Halbleiterchips 

10 eine Anordnung von jeweils elektrisch leitend* miteinander 
verbundenen Kontaktf ISchen und Prufflachen aufweisen- Die 
' Kontaktf lichen sind in einem passiven eirsten Bereich der 

^ Oberseite des Halbleiterchips angeordnet, der keine Komponen- 

ten einer integrierten Schaltung aufweist. Die Prafflachen 

15 sind in einem aktiven zweiten Bereich der Oberseite des Halb- 
leiterchips angeordnetf der Komponenten einer integrierten 
Schaltung aufweist, 

Dieser Halbleiterwaf er hat den Vorteil^ dass die Prufflachen 
20 gegenuber den Kontaktf lachen wesentlich vergrofiert werden 

k5nnen. Damit wird eine zuveriassigere Kontaktgabe der Test- 
spitzen ermoglicht wird, weil gruppenweise auf den Halblei- 
terwaf er aufgesetzten Prafspitzen jeweils einen hoheren Tole- 
ranzbereich fiir die Positionierung zur Verfiigung haben* Au- 
25 lierdem haben die Priifspitzen Platz kleine Bewegungen und sie 
konnen sich auf . einer groiieren Flache der Prufflachen anle- 
gen. Gleichzeitig ist der Flachenbedarf pro Halbleiterchip 
vermindert, da nur noch ftir Kontaktf lichen und nicht mehr 
auch fiir die Prufflachen ein passiver erster Bereich der 
30 Oberflache ohne Komponenten einer integrierten Schaltung ver- 
ge sehen. werden braucht. Die Anzahl der Halbleiterchips pro 
. Halbleiterwaf er kann vergr5Aert werden- AuBerdem wird die fur 
je einen Halbleiterchip benotigte FlSche des Halbleiterwaf era 
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bei gleichzeitig verbesserteh Prufbedingungen und verbesser- 
ten Bondbedingungen erheblich vermindGrt • 

Der passive erste Bereich efnes Halbleiterchips wird bevbr- 
-5 zugt fur Kontaktf ischen genutzt^ urn die Komponenten des akti- 
, ' ven zweiten Bereichs bei einem Verbinden mit Bonddr^hten Oder 

mit Flip-Chip-Kontakten keinen thermischen und mechanischen 
Beiastungen auszusetzen. Damit wird der Gefahr begegnet, dass 
die Eigenschaften der aktiven Komponenten durch thermische 
10 und mechanische. Beiastungen verahdert werden. Diese Beiastun- 
gen tret en bei einer Funktionspruf ung, die auf den- Prliffia- 
j Chen durchgefUhrt wird, nicht auf. 



Auf einer gegenUber der Lange der Kontaktf lachen vergrSfierten 
15 LSnge von Pruff lachen kOnnen auch mehrere Praf spitz.en gleich- . 
zeitig aufgesetzt werden, was die Priif sicherheit vergrSfiert- 
So kann beispielsweise eine Prtifspitze- das Mess-Signal anbie- 
ten, wahrend eine zweite Priif spitze auf der gleichen Pruffia- 
che uberprtift und misst^ ob das Mess-Signal in voller H5he 
20 auf der Prtiffiache zur Verfugung steht.. 

Aufierdem k5nnen in vorteilhaf ter Weise mehrere Prufspitzen. 
von Prufflache zu Prliffiache versetzt angeordnet werden, so 
dass ein vorgegebener minimalef Pruf spitzenabstand eingehal- 

25 ten werden kann. Deswegen kSnnen erf indungsgemafte Halbleiter- 
chips auch mit MeJ^apparaturen (iberpriift werden, deren minima-, 
ler Prtif spitzenabstand grOfier ist als der Mittenabstand zwi- 
schen den Kontaktf lachen. . So konnen beispielsweise Prtifkarten 
mit einem Mess-Spitzen-Abstand von beispielsweise 90 Mikrome- 

30 tern eingesetzt werden, obgleich der Mittenabstand der Kon- 
taktf lachen beispielsweise ledigiich 50 Mikrometer betr^gt. 
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Gegentiber dem Stand der Technik der US 5,506,499 wird mit der 
Erfindung der Oberflachenbedarf fur einen Halbleiterchip we- 
sentlich verringert. Bei gleichem Oberfiachenbedarf ist es 
dann mdglich, eine gr5fiere Anzahl von Kontaktf ISchen bereit- 
5 zustellen. Gegenuber der US 5,506,499 kann auch ein deutlich 
verringertes Rastermafi der Kontaktf lachen erreicht werden. 

AuJierdem konnen mehrfache Messungen auf einar PrUfflciche hin- 
. tereinander durchgefiihrt werden, wobei der jeweilige Meftpunkt 
10 im Bereich der Pirufflache versetzt wird- Das Anordnen der 

Priiff lachen in dem zweiten Bereich der Oberseite des Halblei- 
y terchips mit Koinponenten einer integrierten Schaltung bringt 

somit eine grSiiere Zuveriassigkeit der Funktionstests, ohne 



15 



den Oberfiachenbedarf eines Halbleiterchips zu . yergrSfiern, 



Wenn iitt aktiven Bereich zwischen den aktiven Koinponenten ei- 
ner integrierten Schaltung und den Priiff lachen eine elek- 
trisch isolierende Schicht angeordnet ist, dann werden Kurz- 
schlusse zwischen den Elektroden der aktiven Koitiponenten ei- 

20 ner darunter liegenden integrierten Schaltung verhindert- Auf 
dem passiven Bereich braucht eine solche elektrisch isolie- 
rende Schicht nicht unbedingt > vorgesehen werden, weil dort 
keine Leiterbahnen der integrierten Schaltung austreten. Eine 
derartige isolierende Schicht kann Siliciumdibxid und/oder 

25 Siliciumnitrid aufweisen. Wegen der hbhen Durchschlagf estig-^ 
keit diese Materialien kOnnen isolierende Schichten mit Dik- 
ken im Bereich eines Mikrometers bereits ausreichen. 

Das Material* der Pruff lachen und/oder der Kontaktf lachen kann 
30 Aluminium Oder eine Aluminiumlegierung "aufweisen. Eine Kon- 
taktf lache Oder eine Prtlffl^che k5nnen auch die Oberseite ei-^ 
ner mehrlagigen Beschichtung bilden, wobei die PrtifflSche 
. und/oder die Kontaktf iSche Palladium oder Tantal als eine La - 
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ge in der mehrlagigen Schicht aufweisen. Palladiinn und Tahtal 
bilden dabei Diffusionssperren ftir Siliciumatome und vermin- 
dern gleichzeitig die Migration von AliOTinium beziehungsweise 
Aluminiumlegierungen . 

5 . 

Die Priif f lachen und/oder die Kontaktf ISchen kiGnnen als ober- 
" ste Lage Gold oder eine Goldlegierung aufweisen, die beson- 
ders oxidations-, korrosions- und erosionsfest ist, Weiterhin 
konnen die Prufflachen und/oder die Kontaktf lacheh Kupfer 
10 Oder eine Kupf erlegierung als Basislage aufweisen. In diesem 
Fall wird eine Aluminium- Oder Goldbeschichtung der Praf- 
j und/oder Kontaktf lachen durch eine Metall-Legierungsschicht 

^ beispielsweise aus Titanlegierungen^ Tantalverbindungen oder 

Nickellegierungen als Zwischenlage yor einer Kupferdif fusion 
15 geschtitzt. 

Iiu Bereich des Leitungssteges, der zwischen einer Kontaktf la- 
che und einer Priifflache angeordnet ist, konnen besonders 
vorteilhaf t . Durclikontakte durch die isolierende Schicht zwi- 
20 schen Pruf kontakten und Elektroden vdh Komponenten der darun- 
ter liegenden integrierten Schaitung vorgesehen sein, Diese. 
Durchkontakte verbinden die Kontaktf lachen im Bereich der 
Leitungsstege uber Leiterbahnen, die unter der isolierenden 
Schicht angeordnet sind, mit Elektroden der Komponenten der 
25- integrierten Schaitung, Eine Matrix aus Durchkontaktea l^^t 
die Oberflache des Leitungssteges uneben erscheinen. Gemaii 
der Erfindung werden die Durchkontakte nicht mehr unterhalb 
der Kontaktf lachen oder unterhalb der Prtiff lachen angeordnet/ 
wodurch insbesondere eine storungsf reie Kontaktf iSche far das 
30 Anbringen von Bondverbindungen beziehungsweise von Flip-Chip- 
Kontakten zur Verftigung steht- 



Y 
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Derartige Leiterbahnen konnen aus Kupfer Oder aus.einer Kup~ 
ferlegierung realisiert sein.. Dann kann noch eine diffusions- 
hemmende Metalllage zwischen Durchkontakten und Kupf erleitun- 
gen v.orgesehen werden, 

5 

Eine weitere Ausf tihrungsf orm der Erf indung sieht vor, dass 
die Kontaktf lachen hinsichtlich ihrer Abmessungen optimiert 
werden, Dabei ergibt sich in der Draufsicht ein quadrat ischer, 
Oder kreisrunder Umriss. Damit wird eine Miniaturisierung des 
10 vorztisehenden passiven ersten Bereichs einer Halbleiterchipo- 
berf lache und damit eine vergroJierte Anzahl an Halbleiter- 
^ chips auf einem Halbleiterwafer begunstigt* 



(c 



Auf dem Halbleiterchip vorgesehene Isolations- unfi Passivie- 
15 * rungsschichten kGnnen mehrlagig aufgebaut sein. In einer wei- 
^ teren Aus fUhrungs form der Erf indung ist unmittelbar auf den 

RSndern der Kontaktf ISLchen und der Prtiff lachen und auf dem 

gesamten verbindenden Leitiingsateg eine Siliciumdioxidschicht 

angeordnet. Zwischen dieser Siliciumdioxidschicht und einer- 
20 abschlielSenden Polyimidschicht wird eine Siliciumnitrid- 

schicht vorgesehen, denn eine unmittelbar auf einer Silicium- 
: dioxidschicht vorgesehen Polyimidschicht neigt zur Delamxna- 

tion. Dieser erf indungsgema^e Schichtaufbau hat den Vorteil 

einer verbesserten Haftung. 



25 



Dariiber hinaus hat diese Schichtfolge den. Vorteil^ dass durch 
chemische Gasphasenabscheidung zunSchst sowohl die Silicium- 
dioxidschicht als auch die Siliciumnitridschicht ganzflachig 
und unstrukturiert abgeschieden werden k5nnen und schliefi>lich 
30 die phot oempfi'ndli Che Polyimidschicht aufgebracht werden 

kann, in die dann Kontaktf enster beziehungsweise PrUffenster 
photolithographisch eingeb'racht werden- Nach kurzen Pias- 
maatzschritten lassen sich die darunterliegende Siliciumni- 
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tridschicht und die weiterhin vorhandene Siliciumdioxid- 
schicht selektiv entfernen, so das fiir das Bonden Oder das 
. Aufbringen von Flip-Chip-Kontakten die Kontaktf lachen frei 
liegen und ftir ein Priafen zusatzlich zu jeder der Kontaktf IS- 
5 Chen ein Fenster in der Isolations- und Passivierungsschicht 
vorhanden ist. 

Besonders wenn eine grofie Anzahl an Durchkontakten ijti Bereich 
des Leistungssteges angeordnet warden soil, so kann dieser 
10 auch T-^f5rmig ausgeipildet . sein, Dabei werden in dem breiteren 
Querbalken des T, welcher der Breite eines Kontaktf ensters in 
j der Passivierungsschicht entsprichen kann^ die Durchkontakte 

zu den Kupferleiterbahnen vorgesehen. Die Breite des Langs- 
balkens des T kann im Hihblick auf eine maximal vorgesehene 
15 Strombelastung beim Prufen durch Prtifspitzen optimiert wer- 
den, damit wahrend des Prufvorgangs keine unerwixnschte Unter- 
brechung der elektrischen Verbindung zwischen PrUffiache und 
Kontaktf lache auftritt. 

20 Die Prufflachen kSnnen eine grOfiere LSnge als Breite aufwei- 
sen^ wobei sich deren Breite nach der Breite der Konta.ktfia- 
chen richtet. Die PrUff lachen haben vorteilhafterweise eine 
LSnge, die ein in LSngsrichtung der PrtifflSchen versetztes 
Aufsetzen von zwei Prtifspitzen auf unmittelbar nebeneinander 
25 gelegenen Praff lichen zulasst. Die LSnge der Prufflachen 

richtet sich dabei nach einem Mindestabstand zwischen beiden 
Prtifspitzen , Somit konnen auch PrUf einrichtungen mit PrUf- 
spitzen verwendet werden, deren Mindestabstand wesentlich 
grower ist als der Mittenabstand zwischen den Kontaktf lachen 
30 des erf indungsgemaBen Halbleiterchips . . 
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Die obenstehenden Vorteile eine erf indungsgemaBen Anordnung 
von Kbntaktf lachen und PrQfflachen gelten auch fUr elektroni- 
sche Bauteile mit Halbleiterchips . 

5 Mit dem erf indungsgemalien elektronischen Bauteil brauchen an- 
ders als in der US 5,506,499 nur nbch die Kontaktf ISchen in 
einem passiven ersten Bereich vorgesehen werden! Der gesamte 
aktive zweite Bereich der Oberseite eines • Halbleiterchips mit. 
Komponenten von integrierten Schaltungen steht dann ftlr die 
10 Anordnung von Pruffiachen zur ^Verf xigung i Gegentiber der US 

5,506,499 kann also ein verringertes Rastermafi ftlr Bondver- 
y bindungen beziehungsweise ftir Flip-Chip-Kontakte bereitge- 

^ stellt werden, Gleichzeitig kSnnen die Prufflachen beliebig 

, groB gestaltet werden, solange ihre Brei'te dem RastermaB der 
15 Bpndverbindungen beziehungsweise dem Rasterma.fi der Flip-Chip- 
Kontakte angepasst ist und die benotigte HalbleiterchipflSlche 
minimi^rt ist» Dadurch wird auch der Raumbedarf des erfin- 
dungsgemSJien elektronischen Bauteils vermindert. 

20 . Das Anordnen der PrUfflMchsn in dem zweiten Bereich der Ober- 
seite des Halbleiterchips mit Komponenten einer integrierten 
Schaltung ermGglicht ferner eine hGhere Dicht'e der moglichen 
Bondverbindungen beziehungsweise der moglichen Flip-Chip- 
Kontakte far einen Halbleiterchip ohne den Oberf lachenbedarf 
25 eines Halbleiterchips ' zu vergrofi>ern. Vielmehr wird der Ober- 
f iMchenbedarf gegenUber der aus der US 5,506^499 bekannten * 
L5sung weiter verringert. 

Bei einem erf indungsgemaBen Verfahren wird ein Halbleiterwa- 
30 fer mit einer Vielzahl von Bereichen je eines Halbleiterchips 
nachgearbeitet . Nach dem Bereitstellen eines Halbleiterwa- 
fers, der PrUff lichen in einem Bereich mit Komponenten einer 
integrierten Schaltung aufweist, wird darauf einer Flinkti- 
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bnsprUfung durchgefuhrt . Dabei werden defekte Halbleiterchips 
markiert und - optional - danach die Prufflachen der Halblei- 
terchips auf deiu gesamten Wafer versiegelt. Das Versiegeln 
der Prufflachen kann dabei durch Aiifbringen einer insbesonde- 
5 re strukturierten Photolackschicht oder Lotstopplackschicht 
erfolgen^ und zwar unter Freiiassen der Kontaktflachen. Dabei 
verhindert die Lotstopplackschicht ein spateres ungewolltes 
Kontaktieren der Prliffiachen mit Flip-Chip-Technik, d'enn dann 
konnen keine LStballs mehr daran haften bleiben. Ein etwaiger 
10 vo'rgesehener Photolack reicht fur das Vermeiden von Fehl- 
bondungen aus, 

Zusainmenf assend ist f estzustellen^ dass das wesentliche Pro- 
blem, eines Probing bzw, Prufen der Funktionsf ahigkeit eines 
15 Halbleiterchips auf Waferiebene und eines Bondens zur Herstel- 
lung von Bondverbindungen durch Trennung der Offnungen bzw, 
Fenster fUr das Probing und das Bonden mit dieser Erfindung 
gelost wird. Dartiber hinaus werden die Prtif i5f fnungen in die- 
ser Erfindung tiber aktiven Strukturen angeordnet, so dass le- 
20. diglich fur die Kontakt5f fnungen und di'e Kontaktf ISchen zu- 

satzliche Halbleiterf lachenbereiche ohne jede aktive Funktion 
einzusetzen sind bzw. benetigt werden. 

Damit kann die Probing-Of fnung uber aktiven Strukturen ohne 
J 25 Einfluss auf die Chipf lachengrofte relativ groa gewahlt wer- 
. den, wobei diese GrOfie es dann erlaubt, dass durch vertikale 
PrUfspitzen oder Nadelkarten, wie sie sonst nur fur groBe Ra- 
stermafte eingesetzt werden, auch fttr beliebig verringerte Ra- 
stermaBe nun verwendet werden konnen, wenn beispielsweiso die 
30 Priifspitzen beziehungsweise Nadeln in zwei Reihen versetzt 
zueinander ang^ordnet werden. 
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Die Erfindung wird anhand von Ausf uhrungsformen mit Bezug auf 
die beiliegenden Figuren n^her erortert. 

. Figur 1 zeigt schematisch eine Anordnung von Kontaktf lachen 
5 • und Prtiffiachen auf einem Halbleiterchip gemsa ei- . 

ner ersten Ausf uh rungs form der Erfindung, 
Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
Halbleiterchip mit der in Figur 1 gezeigten Anord- 
. nung, und 

10 Figur 3 zeigt schematisch eine Anordnung einer Kontaktfla- 
. Che und einer PrtifflScrhe mit verbindendem. Leitungs- 

) steg gemaft . einer zweiten Ausf iihrungsf orm der Erfin- 

dung. ■ . . t 



15 Figur 1 zeigt einen Abschnitt eines Halbleiterchips 3 gemfiii 
einer ersten Ausfuhrungsform der Erfindung. Der Halbleiter- 
chip 3 gliedert sich in einen passiven ersten Bereich 5, der 
keine Komponenten einer integrierten Schaltung aufweist^ und 
in einen zweiten Bereich 1, der aktive Komponenten einer hier 

20 nicht sichtbaren integrierten Schaltung aufweist. Die Grenze 
zwischen dem ersten Bereich 5 und dem zweiten Bereich 7 ist 
durch die strichdoppelpunktierte Linie 10* markiert . 

Auf dem ersten Bereich 5 sind Kontaktf iSchen 1 angeordnet-. 

25 Auf dem zweiten Bereich 7 sind PrufflSchen 2 vorgesehen. Die 
Breite b^ der Kontaktf iSchen 1 richtet sich nach dem ge- 
wiinschten Rastermali r der Bondverbindungen beziehungsweise 
nach dem gewtinschten Rastermali r der F.lip-Chip-Kontakte, die 
darauf unterzubringen sind. Hier betrSgt das Rastermafi r ca. 

30 60 um. Die Breite -bjc der Kontaktf lachen l.betragt ca. 52 pm. 
Die Kontaktf lachen 1 sind hinsichtiich Ihrer FlMchenausdeh- 
nung zu dem gewtlnschten Rastermaii , optimiert und weisen eine 
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quadrat ische Struktur auf . Die LSnge Ik der Kontaktif lachen 1 
betrSgt demeiitsprechend ca, 52 pm. 

Je eine Kontakt'f l^che 1 und eine PrtifflMche 2 sind uber einen 
Leitungssteg 4 miteinander verbunden. Diese Komponenten sind 
in Mikrometer-'Technologie hergestellt . Der Leitungssteg 4 ist 
T-f5rmig ausgebildet. In seinem Querbalken 21 weist er hier 
nicht gezeigte Durchkontakte zu darunter. liegenden Leiter- 
bahnlagen auf . 

Auf den Kontaktf lachen 1 sind Bondballs 38 . angeordnet . 



Die Oberflachis des Halbleiterchips 3 ist bis auf Bereiche von 
Kontaktf enstern und PrUf f enstern, die hier mit den Kontakt-* 

15 flachen 1 und mit den Prufflachen 2 ubereinstimmen, von einer 
Isolations- und Passivierungsschicht bedeckt . Diese Isola- 
tions- und Passivierungsschicht wird iia wesentlichen zum 
Schutz der aktiven Komponenten der integrierten Halbleiter- 
. schal'tungen im zvreiten Bereich 7 aufgebracht. 

20 • 

Der T--f6rrriige Leitungssteg, 4 weist einen LSngsbalken 22 auf r 
.der den Bereich der Kontaktf lache 1 mit dem Bereich der 
Praffl^che 2 verbindet. Die Priiff lache 2 kann bei gleichblei- 
bender Breite bp prinzipiell eine beliebige Lange Ip aufwei- 

25 sen, ohne dafi eine zusStzliche OberflSche des Halbleiterchips 
3 verbraucht wird. In dieser Ausfiihrungsf orm der Erf induing . 
betrSgt die Lange Ip betrSigt 125 pm^ Aus den geometrischen. 
Randbedingungen ergibt sich, dass mit einer Prtlf spitzenkarte 
gearbeitet werden kann, die einen minimaleri Abstand zwischen 

30 den Prtlf spit zen von 90 ]}m vorschreibt, ohne dass dabei Pro- 
bleme auftreten. Der Abstand a in Figur ! kennzeichnet den 
minimalen Pruf.spitzenabstand zwischen zwei MeJipunkten 13 ei- 
ner solchen Pruf spitzenkarte - Dazu sind die Messpunkte 13 von 
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benachbarten Prufflachen 2 bezOglich der Langsachse der 
Prufflachen versetzt zueinander angeordnet- 

In einem hier nicht gezeigten Ausf uhrungsbeispiel sind die 
5 Prufflachen derart veriangert, da^ auf einer PrUffl^che zwei 
Prufspitzen gleichzeitig aufgesetzt werden konnen. 

Figur 2 zeigt einen Querschnitt durch einen Halbleiterchip 3 
mit der in Figur 1 gezeigten Anordnung von Kontaktf ISchen 1 
10 und Priifflachen 2. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in 
Figur 1 werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und 
nicht extra erortert • 

Die hier gezeigte Anordnung aus Kontaktf lache 1^ aus verbin- 
15 dendem Leitungssteg 4 und aus Priiffl^che 2 weist eine einla- 
gige S.chicht Al aus einer Aluminiumlegierung auf.. Im Bereich 
des Leitungssteges 4 ist diese Schicht mit Durchkontakten 9 
verbundehr die aus einer Aluiuiniumlegierung aufgebaut sind* 
Die Durchkontakte 9 gehen durch die elektrisch isolierende 
20 Schicht 8 aus Siliciuradioxid hindurch und verbinden die Kon- 
taktflache 1 mit darunter liegenden, in Sub-Mikrcmeter- 
Technologie hergestellten Leiterbahnen 11 aus Kupfer. Diese 
Leiterbahnen 11 reichen in den aktiven Bereich 7 des Halblei- 
terchip© 3 hinein, der in dieser Ausf (ihrungsf orm der Erfin- 
25 dung mehrere MOS-Transistoren 24 auf weist, 

Diese MOS-Transistoren 24 sind in einen n-leitenden Silicium- 
einkristallbereich 25 eingebettet und weisen einen p'^-Si- 
Bereich als Source 26 des MOS-Transistors - 24 auf und einen 
30 weiteren p"*"-Si-Bereich als Drain 27 auf. Dazwischen ist ein 
Kanalbereich 28 ' angeordnet, der von eineiti Gateoxid 29 abge- 
deckt ist und von einer in Sub-Mikrometer-Technologie reali- 
sierten Gateelektrode 30 aus polykristallinem Silicium ge- 
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steuert wird- DarUber ist eine Kupferzuleitung 31 angeordnet, 
die mit den Durchkontakten 9 in Verbindung stehen kann.. Zwi- 
schen einem derartigen aktiven Bauelement einer integrierten 
Schaltung und der Prufflache 2 ist die elektrisch isoiierende 
5 Schicht 8 angeordnet, die in dieser Ausf tihrungsf orm der Er- 
findung Siliciumdioxid aufweist. Beiin Testen der Funktion des 
Haibleiterchips 3 mit einer Testspitze 23 im dariiber liegen- 
den Messpunkt 13 wird somit die darunter liegende aktive Kom- 
ponente nicht elektrisch belastet. Eine mechanische Belastung 
10 dieser darunter liegenden Komponenten wird durch das Vorsehen 
der elastisch ausgestalteten Testspitze venaieden, 

Figur 3 zoigt eine schematische Drauf sicht auf eine erf in- 
dungsgemafie Anordnung innerhalb einer Begrenzungslinie 33 r 

15 deren Breite dem Rast'ermaB gewunschter Bondverbindungeri be- 
ziehungsweise dem RastermaB gewunschter Flip-Chip-Kontakte 
von ca. 60 iim* entspricht. Komponenten mit gleichen Funktio- 
nen wie in den vorhergehenden Figuren werden mit gleichen Be- 
zugszeichen gekennzeichnet und nicht. extra erortert. Die An- 

20. ordnung ist mit dem kleineren . Anteil iiber dem ersten. passiven 
Bereich 5 und mit einem groBeren Ahteil auf dem zweiten Be- 
reich 7 mit aktiven Bauteilen des Haibleiterchips 3 angeord- 
net.. Die strichdoppelpunktierte Linie 10 kennzeichn.et die. 
Grenze zwischen dem darunter liegenden passivem Bereich 5 und 

25 dem darunter liegenden zweiten aktiven Bereich 7. 

Die Anordnung . ist auf einer durchgehenden metallisierteri Fia- 
che ausgebildet, deren AuBenkontur durch die Begrenzungslinie. 
34 beschrieben wird. Auf der metallisierten FlSche ist eine 
30 Kontaktf lache 1 und eine PrUfflSche 2 vorgeseheh, und zwar 
jeweils mit einer Breite von ca. 56 pm. Dazwischen liegt in 
gleichbleibender Breite von ca, 56 ein Bereich eines Lei- 
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tungsstegs 4, von dem aus; Durchkontakte 9 zu darunter liegen- 



10 




den Kupferleiterbahnen ftihren. 

Nahezu der gesamte Bereich.des Leitungsstegs 4 einschlieJilich 
der Durchkontakte 9 ist von der Isolations- und Passivie- 
rungsschicht 15 bedeckt. Die Isolations- und Passivierungs- 
schicht 15 deckt auch die Rander 16 der Kontaktf iSche 1 und 
der Prufflache 2 ab. Nur ein quadratisches Kontaktf enster 14 
von 52 X 5.2 pm und ein rechteckf ormiges Priiffenster 32 von 52 
X 125 bleiben von der Isolations- und Passivierungsschicht 
15 frei.- Innerhalb des Kontaktf ensters 14 und des Prdffen- 
sters 32 bleibt ein Zugriff auf die metallisierte FlSche be- 
stehen. 

Nach dem Prufen auf dexu PiCirren^sLer 32 wird dieses mit einer 
hier nicht dargestellten Schutzschicht versiegelt. 
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Bezugszeichenliste 

1 Kontaktflache 

2 PrUffl^che 

5 3 Halbleiterkttrper 

4 Leitungssteg 

5 erster Bereich mit Kontaktf lachen 

6' Komponente einer integrierten Schaltung 

7 zweiter Bereich rait Prufflachen 
10 8 ■ elektrisch isolierende Schicht 

9 Durchkontakte 

10 . strichdcppelpunktierte Linie 

11 Leiterbahnen 

12 Elektxoden . . 
15 13 Messpunkte 

14 Bondfenster 

15 Isolations- und Passivierungsschicht 

16 RSnder der Kontakt- und Prufflachen 

17 SiliciumdioxidSChicht 
20 18 Siliciuirmitridschicht - 

19 Polyimidschicht 

20 Bondverbindung 

21 Querbalken des -T-f^nnigen Leitungsstegs 

22 Langsbalken des T-formigen Leitungsstegs 
25 23 Prufspitze 

24 MOS-Transistor 

25 n-Si-Bereich 

26 Source . 

27 Drain 

30 28, Kanalbereich 

2 9 Gateoxid 

30 Gateelektrode 

31 Kupf erleiterbahn 
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32 Praffenster 

33 auliere Begrenzungslinie 

34 Begrenzungslinie der Metallisierung 

35 Begrenzungslinie des Pruffensters 

5 36 Begrenzungslinie des Kontaktf ensters ' 

37 Begrenzungslinie der Durchkontakte 

38 • Bondball 

bK Breite der Kontaktf lache 

bp Breite der PrUf f ISche 

10 Ip Lange der Prufflache 

Ik Lange der Kontaktf lache 

I ' a Abstand zwischen versetzt benachbarten Priifspitzen. 

. ^Hl^ r RastermaB 

15 ' • • 
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Patentanspruche 



1- Halbleiterwaf er mit einer Vielzahl von Halbleiter chips, 
wobei die Halbleiterchips eine Anordnung von jeweils 
5 elektrisch ieitend miteinander verbundenen Kontaktfla- 

chen (1) und PrUff lichen (2) aufweisen, und wobei die 
Kontaktf lachen (1) in einem ersten passiven Bereich (5) 
der Oberseite des Halbleiterchips (3) angeordnet sind, 
der keine Komponenten (6) einer integrisrten Schaltung 
10 aufweist, und wobei die PrtifflSchen (2) in einem zweiten 

aktiven Bereich (7) der Oberseite des Halbleiterchips 
(3) angeordnet sind/ der Komponenten (6) einer inte- 
grierten Schaltung aufweist. 

15 2, Halbleiterchip mit einer Anordnung von jeweils elek- 
trisch Ieitend miteinander verbundenen Kontaktf l&chen 
(1) und Pruffiachen (2), wobei die Kontaktf lachen (1) in 
einem passiven ersten Bereich (5) der Oberseite des 
■. Halbleiterchips (3) angeordnet sind, der keine Komponen- 

20 ten (6) einer integrierten Schaltung aufweist und wobei 

die Praff lachen (2) in einem aktiven zweiten Bereich (7) 
der Oberseite des Halbleiterchips (3) angeordnet sind^ 
der Komponenten. (6) einer integrierten Schaltung auf- 
weist. ^ 



3, Halbleiterwaf er oder Halbleiterchip nach Anspruch 1 oder 
Anspruch 2, . 
dadurch gekennzeichnet, dass 
zwischen den Komponenten (6) einer integrierten Schal- 
30 tung und den Priiffiachen (2) des Halbleiterchips (3) 

mindestens eine elektrisch isolierende Schicht (8) mit 
insbesondere Siliciuradioxid und/oder Siliciumnitrid an- 
geordnet ist, . 
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4* Haibleiterwaf er oder Halbieiterchip nach einem der vor- 
hergehenden Anspriiche, 
5 dadurch gekennzeichnet, dass 

die Kontaktf lachen (1) und die Prlifflachen (2) tiber ei- 
nen Leitungssteg (4) elektrisch leitend verbunden- sind. 

5. Haibleiterwaf er oder Halbieiterchip nach Anspruch 4^ 
10 dadurch gekennzeichnet^dass 

im Bereich des Leitungssteges (4) DurchkontaJcte (9) 
< durch eine isolierende Schicht (8) angeordnet sind, Wo:- 

bei die DurchkontaJcte (9) mit Leiterbahnen (11) zu den 
Elektroden (12) der Komponenten (6) der integrierten 
15 Schaltung verbunden sind* 

6. Haibleiterwaf er oder Halbieiterchip nach Anspruch 5, 
dadurch g e k e nn z e i c h n e t , dass 

die Leiterbahnen (11) zu den Elektroden (12) der Kompo- 
20 henten (6) der integrierten Schaltung Kupfer oder eine 

Kupf erlegierung aufweisen* 

7. Haibleiterwaf er oder Halbieiterchip nach einem der An- 
spruche 4 bis 6, 

25 dadurch gekennzeichnet,- dass 

ITy, die Kontaktf lachen (1) und- die PrtlfflSchen (2) an ihren 

Randern (16) und der Leitungssteg (4) auf seiner Ober- 
seite eine mehrlagige Isolations-, und Pas's ivierungs- 
s.chicht (15) aufweisen. 



30 



- 8. Haibleiterwaf er oder Halbieiterchip nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die mehrlagige isolation- . und Passivierungsschicht (15) 
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eine SiliciLimdioxidschicht (17) aufweist, die uninittel- 
bar auf den Randern (16) der Kontaktf lachen (1) und der 
Praff lichen (2) und auf dem verfcindenden Leitungssteg 
(4) angeordnet ist'. 



9, Halbleiterwaf er Oder Halbleiterch'ip nach Anspruch 7 Oder 
Anspruch 8, 

dadurch gekennzeichnet^ dass 

die mehrlagige Isolations- und Passivierimgsschicht (15) 
10- eine Siliciumnitridschicht (18) und eine Polyimidschicht 

(19) aufweist. . 

. Id. Halbleiterwaf er Oder Halbleiterchip nach einem der- An- 
spruche 4 bis 9,. 

15 dadurch gekennzeichnet^ dass 

der Leitungssteg (4) T-formige ausgebildet ist^ wobei 
der. Querbalken (21) des T an die Breite der Kontaktf li- 
chen angepasst ist und Durchkontakte (9) zu Leiterbahnen 
(11) aufweist, wahrend der LSngsbalken (22) des T der 

20 . maximalen Strombelastung beim Prufen durch Prtifspitzen ■ 

(23) angepasst ist. 



.11- Halbleiterwaf er oder Halbleiterchip nach einem der vor- 
hergehenden Anspriiche, 
25 . dadurch g e k © nnzeichnet, dass 

die PrUffiachen (2) in ihrer Breite (bp) der Breite der 
Kontaktf lachen angepasst sind und eine Lange (Ip). auf- 
weisen, die grower ist als ihre Breite. (bp). 



30 13. Elektronisches Bauteil mlt einem Halbleiterchip, wobei 

der Halbleiterchip eine Anordnung von jeweils elektrisch 
leiterid miteinander verbundenen Kontaktf lachen (1) und 
Prtiffla'chen (2), wobei die Kontaktf ISchen (1) in einem 
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passiven ersten Bereich'(5) der Oberseite des Halblei- 
terchips (3) angeordnet sind, der keine Komponenten (6) 
' einer integrierten Schaltung aufweist und wobei die 
PrUff lichen (2) in einem aktiven zweiten Bereich (7) der 
Oberseite des Halbleiterchips (3) angeordnet sind, der 
Komponenten (6) einer integrierten • Schaltung aufweist. 

14. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 13 sowie nach einem 
. der Ansprache 3 bis 12. 



10 



4 



15. Verfahren zur Nachbearbeitung eines Halbleiterwaf ers ge- 
raafi einem der AnsprUche 1 bis 11 wobei das Verfahren 
folgende Verf ahrensschritte aufweist: 
a) Bereitstellen des Halbleiterwaf ers, 
15. b) Durchftihren einer Funktionsprtifung mit einer Prii- 

feinrichtung, die Prufspitzen aufwefst, 
c) Markieren der defekten Halbleiterchips. 

16- Verfahren nach Anspruch 15, - - 
20 dadurch gekennzeichnet, daB 

der Schritt des Versiegelns der Priiff lichen vorgeseheh 
ist. 

17- Verfahren nach Anspruch 16, 
25' dadurch gekennzeichnet, dafi . 

y das Versiegeln der Prtiffiachen durch Aufbringen einer 

strukturierten Phctolackschicht Oder Ltitstopplackschicht 
erfolgt. 

30 18- Verfahren hach einem der Anspruche 15 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet , dafi 

die Prufspitzen beim Durchfuhren einer FunktionsprUfung 
von Prufflache zu PrUffiache versetzt angeordnet werden. 
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Zusammenf assung 



Anordnung von Kontaktf ISchen und .Priiff lichen auf strukturier- 



10 
. 15 




"ten Halbleiterchip 

Die Erfindung betrifft ein Anordnung von Kontaktf Ifichen (1) 
und PrUfflSchen (2) auf strukturierten Halbleiterchip (3) • 
Die KontaktflSchen (1) und die PrUffiachen (2) sind tiber ei- . 
nen Leitungssteg (4) elektrisch miteinander verbunden. WMh- 
rend die Kontaktf lachen (1) in einem ersten Bereich (5), der 
keine Komponenten einer integrierten Schaltung auf weist, an- 
geordnet sind, liegen die Priifflachen (2) in eineia 2weiten 
Bereich (7) der Oberseite des Haltaleiterchips (3), der Kompo- 
nenten (6) einer integrierten Schaltung aufweist, 

[Figur 11 
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